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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Deuxiéme partie: Diodes de redressement

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les” questi des Comiteés
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant questi i plus grande
mgsure possible un accord international sur les sujets examiné

2) CI décisions constituent des recommandations internatignales les Comités

nafionaux.

3) D3ns le’ but d’encourager ['unification j &u que tous les Comijés nationaux

adoptent dans leurs régles nationales le te El, dans la mesure ou Jes conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la dation\de 13/CEI et la régle nationale cprrespondante
dg ée

La présente : Comité d’Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs a
sem conducte@t :

La Publication

déuxiéme partie d’'une norme générale sur les djspositifs a
( 47 de la CEI En plus des normes générales de la
Publicati ¢ es données dans la présente publication complétent les pormes sur

L¢ ité d\Et n° 47, réuni & Londres en séptembre 1982, a approuvé le remaniement
des ] 148 de ta CEI qui consiste en une nouvelle articulation fonction
des s traités. Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvéps par des

votep &Suivant la>Régle des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n’a pap été jugé

nécdssaire d’organiser un nouveau scrutin
<0

Les informations relatives aux circuits intégrés qui figurent déja dans les Publications 147 et
148 seront dés lors incorporées a la Publication 748 de la CEI. Les informations relatives aux
essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les Publications 147-5 et 5A seront dés
lors incorporées a la Publication 749 de la CEI

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement 4 la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n® 47 pour tenir compte des progres effectués dans
le domaine des dispositifs & semiconducteurs.

Note. — Les Publications 747, 748 et 749 annulent et remplacent, au fur et 4 mesure de la parution de leurs différentes
parties, les Publications 147 et 148.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 2: Rectifier diodes

FOREWORD

1) The formal| decisions or agreements of the TEC on technical matters, prepafed b
all the Nakional Committees having a special interest therein are represented
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have |the form of recommendations for international use.and they {

that sense. -
expresses' the” wish tha

3) In order td promote international unification, the
es in\so {fanvas natignal conditions will permit.

the text of the IEC recommendation for their e
divergence [between the IEC recommendation and the
clearly indifcated in the latter.

This stapdard hasqee
Devices and Integrate i

Pubilicati part of a general standard on semicondy
devices, | to the general standards of Publication 747-1,
standards given cation complete the standards on rectifier diodes.

The megting al Gommittee No. 47, held in London in September 1982, appr
the re-or 147 and 148 into the present device-orie
arrangemer] constituent parts had been previously approved by votes undet

hich
an

>

in

o
7]

dopt
Any
, be

ctor

ctor
the

bved
nted
the

Material concerning integrated circuits previously found in Publications 147 and 148
now be included in IEC Publication 748. Material concerning mechanical and climatic

will
test

methods previously found in Publications 147-5 and 5A will now be included in IEC

Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of

semiconductor devices.

Note. — Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, the Publications

147 and 148.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Deuxiéme partie: Diodes de redressement

CHAPITRE I: GENERALITES

\

Note d’introduction

informations de base sur:

- la terminologie;
— les symboles littéraux;
- les valeurs limites et caractéristiques essent}

— les méthodes de mesure;
— la réception et la fiabilité.
Domaine d’application

sries  pour les  catégories et soug

gmmutation rapide.

chapitres est conforme & la Publication 747-1, ch

CEI 1983

La présente publication doit étre utilisée avec la Publ Qn\747> i [donne les

-catégories

apitre 111,
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 2: Rectifier diodes

CHAPTER I: GENERAL

1. Introduc

As
public
term
— lette]
— esse

— mea|
— acce

2. Scope

The

device$:

Rec

— aval

— controlled-avala

fory note

a rule, it will be necessary to use Publication 747-1 tggeth
htion. In 747-1, the user will find all basic information o

inology;

r symbols;

htial ratings and characteristics;
suring methods;

ptance and reliability.

present publicatiom gives ofowing categories or sub-categories

P .

ifier dio@n ing:
hnche rectifie des;

- fastswitching

The

Sub-clf

ent

of
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX
1. Termes généraux

1.1 Sens direct

Sens de circulation d’un courant continu permanent pour lequel une diode a
semiconducteurs présente la plus faible résistance.
1.2 Sens inverse
Sens de circulation d’un courant continu permanent pour lequel une diode a
semiconducteurs présente la plus forte résistance.
1.3 edressement)
1.4 un  bloc de

1.9 Bras d’un bloc de redressement

it qui a la

Note. — Un bras d’'un bloc de redpesse étre é u d’un certain
nombre de diodes de redfessement con ¢ en groupement
série-paralléle pour fonctionger ¢ e une\unité; oéla signifie quun bras de bloc de reflressement peut

3

constituer pfe\partie,ou-J’ensemble n bloc\defedressement.

hsleurs\sortes\distinctes de symboles littéraux, on donne ici la plus utilisé¢ (voir article 3).

es bornes provoquée par la circulation du courant dans le sgns direct.

2.1.2{ Tension de seuil (Vr))

Valeur de la temsion directe obtenue au poini de rencontie, avec l'axe des tensions, de
la droite représentant approximativement la caractéristique directe.
2.1.3  Tension de recouvrement direct (Viy)

Tension variable qui se produit pendant le temps de recouvrement direct, aprés
commutation instantanée a partir de zéro ou d’une tension inverse spécifiée jusqu’a un
courant direct spécifié.

2.1.4 Tension inverse continue permanente (V)

Valeur de la tension constante appliquée a une diode dans le sens inverse.
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1. General

CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

terms

1.1 Forward direction

The direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor

diode

has the lower resistance.

1.2 Reverse direction

The direction of the flow of continuous (direct) current in which a semiconductor

diode

13 Anode |terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifier stack)
Thel terminal to which forward current flows from the external ciz
1.4 Cathode terminal (of a semiconductor rectifier diode or rectifier st
The| terminal from which forward current flows to th
1.5 Rectifigr stack arm
That portion of a rectifier stac two ci:@t inals which has
charadteristic of conducting current substantia one/directiory only.

Note. - A rectifier stack arm may consist of offe rectifier diodg sf a number of rectifier diodes connecte]
either a series, a parallel or a seriey-parafiel arrangeme g operate as a unit. This means th
rectifier stack arm may ke the part or the f a re stack.

2. Terms related to pating

Note.

2.1 Voltages

2.1.1 Forw
Thy

direction.

2.12 Thre

has the higher resistance.

- When several symbol exist, the most commonly used form is given

Clause 3).

the terminals which results from the flow of current in the fory

the

d in
ht a

(see

yard

shold voltage (Viroy)

The value of the forward voltage obtained at the intersection of the straight line
approximation of the forward characteristic with the voltage axis.

2.13 Forward recovery voltage (Vig)

The varying voltage occurring during the forward recovery time after instantaneous
switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward current.

2.1.4 Continuous (direct) reverse voltage (Vy)

The value of the constant voltage applied to a diode in the reverse direction.
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2.1.5 Tension inverse de créte (Vywwm)

Valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse qui apparait aux bornes d’une
diode de redressement a semiconducteurs ou d’un bras d’un bloc de redressement,
excluant toutes les tensions transitoires répétitives et non répétitives.

2.1.6  Tension inverse de pointe répétitive (Vipm)

Valeur instantanée la plus élevée de la tension inverse qui apparait aux bornes d’une
diode de redressement & semiconducteurs ou d’un bras d’un bloc de redressement,
incluant toutes les tensions transitoires répétitives, mais excluant toutes les tensions
transitoires non répétitives.

~ el . . g . PR Iz 1
2.1 7 LERIUN nversce ac poulnic norn repciitive { ¥ poym/

Valeur instantanée la plus élevée d’une quelconque tensjon® i ramsitoire non
répétitive qui apparait aux bornes d’une diode de redregéen iconducteurs ou

Note. — La tension répétitive est habituellement une fonction du circyi SQit iy iss{pati e puissance du
Ha bt e e térieure et on

2.2| Courants

221t Courant direct

rresporidant 4 la plus faible résfstance.

ire€t incluant tous les courants transitoires répétitifs.

t/direct moyen par un facteur qui dépend du circuit et de 14 forme d’onde

dont\ I’application permanente causerait un dépassement de la vpleur limite

Note. — Les™dispositifs peuvent &tre soumis & des courants de surcharge prévisible aussi fréuemment que
_P'application le demande, tout en étant soumis & des tensions de fonctionnement normales

2.2.5 Courant direct de surcharge accidentelle (Ics,)

Courant dont I’application provoque un dépassement de la valeur limite maximale de
la température virtuelle, mais que I’on suppose ne se produire que rarement, un nombre
limit¢ de fois durant la vie du dispositif, et &tre la conséquence de conditions
inhabituelles dans le circuit (par exemple des conditions de défaut).

2.2.6  Courant inverse

Courant conducteur total parcourant la diode quand une tension inverse spécifiée est
appliquée.


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

747-2 © IEC 1983 — 15 —

2.1.5

2.1.6

221

222

223

224

Crest (peak) working reverse voltage (Viwm)

The highest instantaneous value of the reverse voltage which occurs across a semi-
conductor rectifier diode or rectifier stack arm, excluding all repetitive and non-
repetitive transient voltages.

Repetitive peak reverse voltage (maximum recurrent reverse voltage) (Vigrm)

The highest instantaneous value of the reverse voltage which occurs across a
semiconductor rectifier diode or rectifier stack arm, including all repetitive transient
voltages, but excluding all non-repetitive transient voltages.

Note. — Preference should be given to the term “repetitive peak reverse voltage”.
Non-repetitive peak reverse voltage (peak transient reverse voltage) (Vysm)
The highest instantaneous value of any non-repetitive transient r&verse(woltage/ which
occufs across a semiconductor rectifier diode or rectifier stack army
Notes
f the
i that
2.2 Currdnts
Forpward current
ThHe current flowing through the djede
Mean forward current
The value of the fo
Repetitive peal fo
The peak v
Note. n the
Ove
A rtual
temy] ded, but which is limited in time such that this temperature is
not
Note.| ~SDevices may be subjected to overload currents as frequently as called for by the application, while
kn?ng cn}\jpnfpd to_normal npprmino vn]tnge&
Surge forward current (Ilggy)

2.2.5

226

A current the application of which causes the maximum rated virtual temperature to
be exceeded, but which is assumed to occur rarely and with a limited number of such
occurrences during the service life of the device and to be a consequence of unusual
circuit conditions (e.g. fault conditions).

Reverse current

The total conductive current flowing through the diode when specified reverse voltage
is applied.
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2.2.7 Courant inverse résistif

Partie du courant inverse en régime permanent autre que le courant de recouvrement,
s’il existe.

2.2.8 Courant de recouvrement inverse (igg)

Partie du courant inverse qui existe pendant le temps de recouvrement inverse.

2.3 Dissipations de puissance

2.3.1 Dissipation totale de puissance

Somme des dissipations dues aux courants direct et inverse dans des conditions

spécifiées.

2.3.2 Dissipation de puissance directe (Pg)

Puissance qui est dissipée dans la diode lorsqu’elle fopctiox s le\se irect.

233 Dissipation de puissance directe moyenne

rant direct

2.3. i 2 iSSi /I i essement d

es, dans le

2.3.

au courant
(.

la tension
se.

Droite~ceprésentant approximativement la caractéristique directe

Approximation de la caractéristique directe de la tension en fonction dy courant a
’aide d’une droite qui coupe cette caractéristique en deux points speciiies (voir figure 4,
page 22).

2.4.2 Résistance apparente directe (rr)
Valeur de la résistance qui correspond 4 la pente de la droite représentant
approximativement la caractéristique directe (voir figure 4).
2.4.3 Temps de recouvrement inverse (1)

Intervalle de temps compris entre l'instant ou le courant passe par la valeur zéro, au
cours du passage du sens direct au sens inverse, et linstant ou le courant inverse, apres
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2.2.7 Resistive reverse current

That part of the steady-state reverse current exclusive of the recovery current, if any.

2.2.8 Reverse recovery current (igg)

That part of the reverse current which occurs during the reverse recovery time.
2.3 Power dissipations

2.3.1 Total power dissipation

The—sum—of—the—dissivations—due—tocurrents in the forward and revesse directions

ToOTpPttr

under] specified conditions.

2.3.2 Forward power dissipation (Pg)

Th¢ power which is dissipated within the diode when it i vard

directiion.

2.3.3 Meap forward power dissipation

Th tan-

taneo,

234 Surg
The power which is dissipated within g_re ng from surges occurring when it

is opgrating in the reve

2.3.5 Turn-on dissipation

Th¢ power 2 i 1 during the change between reverse voltage|and
forwdrd current\whe i tched from a reverse voltage to a forward currgnt.

23.6  Turd

Th isSipat q_the diode during the change between forward current|and

A rolta ' characteris ans of
a straight line which crosses this characteristic at two specified points (see Figure 4,
page 23).

2.4.2  Forward slope resistance (ry)

The value of the resistance calculated from the slope of the straight line approximation
of the forward characteristic (see Figure 4).

2.4.3 Reverse recovery time (t.)

The time interval between the instant when the current passes through zero, when
changing from the forward direction to the reverse direction, and the instant when the
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avoir atteint la valeur de pointe Ipy, est réduit 4 une faible valeur spécifiée (comme il
est indiqué dans la figure 1) ou atteint par extrapolation la valeur zéro (comme il est
indiqué dans la figure 2).

Note. — L'extrapolation est effectuée en tragant une droite passant par deux points A et B spécifiés, comme il
est indiqué dans la figure 2.

Iem
4
0 —p—
IrRM }-— —_ —_—— —
p51{79
E
rh
J/Y R P —
‘<——————trr—-——>-
f
—
-7 B
’
//
4
— ———— — A 4
T 05279
FIGURE 2
2.44—TFemps—de Tecouvrement—direct

Temps nécessaire au courant ou a la tension pour prendre une valeur spécifiée, apres
commutation instantanée & partir de zéro ou d’une tension inverse spécifiée jusqu'a une
condition de polarisation directe spécifice.

2.4.5 Charge recouvrée (Q.)

Charge totale recouvrée dans la diode apres commutation d’une condition de courant
direct spécifiée a une condition’ inverse spécifiée.

Note, — Cette charge inclut les composantes dues aux porteurs de charge stockée et a la capacité de la couche
diélectrique.
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reverse current is reduced from its peak value Iy to a specified low value (as shown in
Figure 1) or when the extrapolated reverse current reaches zero (as shown in Figure 2).

Note. — The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B, as shown in generalized form
in Figure 2.

/A

™M pPp——————
| ——————— frr —_—
0 2\
IRM — —— PR —_
05179
IGURE 1 6
1A
TS N
ter -
t

052]79

FIGURE 2

2.4.4 Forward recovery time

The time required for the current or voltage to recover to a specified value after
instantaneous switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward
bias condition.

2.4.5 Recovered charge (Q.)

The total charge recovered from the diode after switching from a specified forward
current condition to a specified reverse condition.

Note. — This charge includes components due to both carrier storage and depletion layer capacitance.
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3. Symboles litteraux

3.1 Généralités

Les régles générales de la Publication 747-1, chapitre V, sont applicables en partie.

3.2 Indices généraux supplémentaires

En supplément & la liste des indices généraux donnés dans la Publication 747-1,
chapitre V, les indices spéciaux suivants sont recommandés pour le domaine des diodes
de redressement:

3.2.1 Pour les courants, les tensions et les puissances

(Voir aussi paragraphe 2.2.1 de la Publication 747-1, chapitre V):

A, a = anode .

K, k = cathode

(0] = moyen de sortie redressé
(TO) = seuil

3.212 Pour les paraméires électriques

T = apparent

3.3| Liste de symboles littéraux

suivantes sont recommandds pour étre
esSement; ils ont é&té établis en fccord avec

3.3(1

Symbole littéral Observations

Tension diéc{e\gni\nﬁ\/ Ve
%\nsion\JKWcte eé&@) VEm
< le\e\re&m>enne (avec Iy spécifié) VEav)
an%e continue Vr

<]

Tension inverse de créte VRwm
Tension inverse de pointe répétitive VRrRM
Tension inverse de pointe non répétitive Vrsm
Tension de claquage ViBR)
Tension de recouvrement direct . VER

Valeur de pointe de la tension de recou- VErRM

vrement direct
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3. Letter symbols

3.1 General
The general rules of Publication 747-1, Chapter V, are applicable in part.

3.2 Additional general subscripts

In addition to the lists of recommended general subscripts given in Publication 747-1,
Chapter V, the following special subscripts are recommended for the field of rectifier

diodes:

3.2.1 For currents, voltages and powers

(See 4lso Sub-clause 2.2.1 of Publication 747-1, Chapter V):

A, a = anode
K, k = cathode
o = average output rectified

(TO) = threshold

3.2.2 For plectrical parameters

(See 3lso Sub-clause 2.2.2 of Publication 747-1, Cha

T = slope

3.3 List of letter symbols

Thg symbols contained in the followin
rectifier diodes; they ha een ed

3.3.1 Voltages. <> M

g tists (@
1B orda

mmended for use in the field
c¥ with the general rules.

of

Name % de%}%c}t\\/\\zener symbol Remarks

Confinuous dlre&k N}Qolt € : Ve

Cregt (pe al$)\f0rwar olég\e\) VeEm

Avera fN\% (w1> I specified) Vrav)

Con inuousMreérse voltage s

Cregt (pedk) working reverse voltage VRwM

Repetitive peak reverse voltage (maximum VRRM
recurrent reverse voltage)

Non-repetitive peak reverse voltage (peak Vrsm
transient reverse voltage)

Breakdown voltage Visr)

Forward recovery voltage VER

Peak value of forward recovery voltage VERM
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Temps

|/RWM AA

VRRM V / U

VHSM

FIGURE 3

Nom et désignation { @1 \/ Observations
: Sy

D

Résistance apparente en direct -
r

Vo) Ve
Tension de se (TO) 390/83
| FIGURE 4

&%“

\ Wemgnanon Symbole littéral Observations

Couw continu Ie

Conrant direct de pointe répétitif Lepog
Courant direct de surcharge prévisible Tov
Courant direct de surcharge accidentelle I
“Courant moyen de sortie redressé Iy
Courant inverse continu Iy
Courant inverse moyen (avec Iy spécifiéy Ir(av)

Courant de recouvrement inverse iRR
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Ve

Varm V {

VRSM

FIGURE 3

Name and designation Letter sym ol( \Ruﬁirks

Foryard slope resistance

\\5 Vaoy Ve
Threshold voltage 0) 390/83
_ /\ Q FIGURE 4

3.3.2 Curlents &

ANS
\@an desi ion Letter symbol Remarks
Continuous (Mard current g
Repetittve V\,u}\ forward—cus 2 FRvt
Overload forward current Iovy
Surge (non-repetitive) forward current Irsm
Average output rectified current Iy
Continuous (direct) reverse current IR
Average reverse current (with Iy specified) Igcavy
Reverse recovery current IRR
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wl /
) e,

0 N——— —— e/ N————?

Temps

FIGURE 5

3.3.8 Puissances <\ &%

Nom et désignation } \%n\mle\}\'ttéral Observations
Dissipation de puissance en direct \ Q\ W
h_)
Dissipation de puiéxncexR( inverse
N ~—
Dissipation a I'établiss
— dissipation muyenne a Pétablissement\du Prravy
cou
- dissipatfo établis- PFT
sement
— dissipatio ent Perym
Proav)
PrQ
PromM
courant
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IE
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FSM

- __/T
1M

0 | —— \—— A 7 7
Jime
IR
FIGURE 5
3.3 Powprs <\ &
Name and designation ttersxg\sk Remarks
Forward power dissipation \ ((\
S/
Revgrse power dissipati?& Pr
Turg-on dissipation:
— aylerage turn- sipation Petavy
- tofal instantaneous/tu PET
- pgak turn-on djssipati Perm
Turg v
- ay Pro(avy
- tq f dissipation PRQ
— ptakAnensoff di tion " ProMm



https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

— 26 — 747-2 © CEI 1983

CHAPITRE III: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

1. Généralites

1.1  Gamme d’application
Ce chapitre donne des normes pour les diodes de redressement, y compris:

— les diodes de redressement & avalanche;
— les diodes de redressement a avalanche contrdlée;

— les diodes & commutation rapide.

1.2 | Méthodes de spécification R

On doit spécifier les diodes de redressement comme empérature

ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée.

1.3 | Températures recommandées

Ees & une

()
=
&
)
c

Plusieurs des valeurs limites et des caractés

sie par le
ratures de

Les valeurs u plusieurs

des condi' ions
2.1 | Diodes de“red

redresseme

2.1.

température plus ¢élevée (voir paragraphe 1.3). Le| fluide de

atmosphérique doit étre au moins de 90 kPa (900 mbaf), ce qui
coirespend a\une altitude maximale de 1000 m au-dessus du niveau de la mer

2.1 Circulation forcée

A une température choisie dans la liste des températures recommandées (voir
paragraphe 1.3). Le type, la pression et le débit du fluide de refroidissement doivent étre
spécifiés.

2.2 Diodes de redressement a température de boitier spécifiée

A une température du point de référence choisie dans la liste des températures
recommandeées (voir paragraphe 1:3).

Note. — La température du point de référence est normalement la température du boitier. Pour les petites diodes
de redressement, la température d’une des bornes peut &tre spécifiée.
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CHAPTER HI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

1. General

1.1 Range of application
This chapter gives standards for rectifier diodes including:
- avalanche rectifier diodes;

— controlled-avalanche rectifier diodes;
— fast-switching rectifier diodes.

1.2 Rating methods

Regtifier diodes should be specified as ambient-rated or as case-za deviges.

1.3 Recommended temperatures

M4ny of the ratings and characteristics are required émperaturg of

25°( and at one other specified temperature.

the

manufacturer from the list in Publica and

+35pPC may be used.

2. Rating|conditions

Thie ratings given ated under one or more of the folloping

thermpal conditigns:
2.1 Ambi

2.1.1 Nat
At

press
Al
of 1

and

level

D00 m “aboye sea level.

2.1.2 Foreed etrettation

At a temperature taken from the list of recommended temperatures (see Sub-clause 1.3).
The type, pressure and flow of the cooling fluid should be specified.

2.2 Case-rated rectifier diodes

At a reference-point temperature taken from the list of recommended temperatures (see
Sub-clause 1.3).

Note. — The reference-point temperature is normally the case temperature. For small rectifier diodes, the
temperature on one of the terminals may be specified.
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+ 3. Valeurs limites de tension et de courant

Les valeurs limites suivantes doivent étre valables dans toute la gamme des conditions
de fonctionnement pour les dispositifs particuliers.

3.1 Valeurs limites de tension

3.1.1 Tension inverse de pointe non répétitive (Vrsm)

Valeur maximale d’une impulsion de tension inverse en forme de demi-onde
sinusoidale, dont la durée doit étre spécifiée.

Cette _durée doit Atre choisie parmi les valeurs suivantes: 10 _ms: 83 ms; | ms et
0,1 ms:

3.12 Tension inverse de pointe répétitive (Vrrm)

demi-ondes
5: 1 ms et
3.1
sinusoidales

s).

3.1

iante ou de
une charge

a_vdleur limite du courant direct moyen est indiquée en supposant qu’aucune surcharge ne se
produise.

3.2.2 Courant direct de pointe répétitif (Ipgy) (8’1l y a lien), (spécialement pour les diodes a
commutation rapide)

Courbes montrant les valeurs maximales de courant direct (de pointe répétitive) en
fonction de la durée de I'impulsion de courant en forme de demi-onde sinusoidale avec
la fréquence de répétition comme paramétre, dans les conditions spécifiées suivantes:

- température d’un point de référence;
— tension inverse; )
_ réseau d’amortissement RC, §’il y a lieu.
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3. Voltage and current ratings (limiting values) -

3.1

3.1.1

3.1.2

3.13

3.14

3.2

321

3.2.2

The following ratings must be valid for the whole range of operating conditions as
stated for the particular device.

Voltage ratings

Non

-repetitive peak reverse voltage (Vgyem)

Maximum value of a pulse of reverse voltage with a half-wave sinusoidal waveform,
the duration of which has to be specified.

Th

VO.I njs.

Rep

Maximum value of repetitive reverse voltage pulses
wavefform, whose duration and repetition rate have to be

Th

0.1 nis.

Cregt (peak) working reverse voltags

Y ¢:
at m

s duration should be chosen from the following values: 10 ms; 8

ptitive peak reverse voltage (Virm)

ximum value of a repetitive reverse

Continuous (direct) yevers

Mzs

Curre

Note.

 Ximum Valfe.

1t ratings

L The rated mean forward current is given on the assumption that no overload occurs.

and

idal

and

orm

hase

Repetitive peak forward current (Iggy) (where appropriate), (especially for fast-switching
diodes)

Curves showing the maximum (repetitive peak) forward current values as a function of
the half-sine wave current duration, with the repetition frequency as a parameter, under
the following specified conditions:

— reyv

— reference-point temperature;

erse voltage;

— RC damping network (snubber), where appropriate.
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La figure 6 est donnée a titre d’exemple et la figure 6A est donnée pour explications.

Term A

(A)

1 000 A

100 4 \

=10 5 2 1 0,5 kHz
10 T - +
10 100 1 000
FiGc. 6. — Courant direct de pointe maximal Iy de l'impul-

A

sion fp. Paramétre: fréquence de répé

Ieam A

~y

: > 392/83

FIGURE 6A

de surcharge prévisible (Lov))

Quand._cette valeur limite est nécessaire, on doit la donner en indiquapt la valeur
maximale de la température virtuelle de jonction et P'impédance thermique transitoire

maximale. De plus, des valeurs limites d¢ courant de Surcharge previsible peuvent étre
données par des graphiques.

3.2.4 Courant direct non répétitif de surcharge accidentelle (Iggyy)

Cette valeur limite doit étre donnée dans des conditions initiales correspondant a la
valeur maximale de la température virtuelle de jonction. De plus, des chiffres
correspondant 4 des températures virtuelles de jonction initiales plus basses peuvent étre
donnés.

Les valeurs limites de courant de surcharge accidentelle doivent étre données pour les
durées suivantes:
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Figure 6 is given as an example and Figure 6A is given for explanatory purposes.

Team A
(A)

1000 -
100 A

=10 5 2 1 0.5 kHz
10 v v
10 100 1000
FiG. 6| — Maximum peak forward current Igpy as a duration| #.

Parameter: repetition frequency f.

Term A

Y

392/83

FIGURE 6A

3.23 Ovef nt (Iov))

ere \this ra is appropriate, it should be given by stating the maximum viftual
junctjon“temperature and the maximum transient thermal impedance. In addition,
overload current ratings may be given by means of diagrams.

3.2.4 Surge (non-repetitive) forward current (Jggy)

This rating should be given at initial conditions corresponding to maximum virtual
junction temperature. In addition, figures corresponding to lower initial virtual junction
temperatures may be given.

Surge current ratings should be given for the following time periods:
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a) Pour des durées inférieures a une demi-période (2 50 ou 60 Hz), mais supérieures &

environ 1 ms, en termes de la valeur limite maximale de

[izdr

On peut donner ces valeurs limites par une courbe ou par des valeurs spécifiées. On
suppose qu’il n’y a pas d’application de la tension inverse suivant immédiatement la

surcharge accidentelle.

b) Pour des durées égales ou supérieures & une demi-période et inférieures a

15 périodes

(& 50 ou 60 Hz) sous forme d'une courbe montrant la valeur limite maximale du

courant de surcharge accidentelle en fonction du temps.

Ces valeurs limites doivent étre données de préférence pour une tension inverse égale
P — P

a4 80% de la valeur maximale de 1a Tension inverse de point
limites supplémentaires peuvent étre données pour des tensj
ou 100% de la valeur maximale de la tension inverse de poi

¢) Pour une durée égale 4 une période, sans application.de

5 Courant direct continu (Ig)

Valeur maximale.
Valeurs limites de fréquence

§’il y a lieu, fréquences maxi
tension et de courant (article

Valeur maximale, pour une température ambiante ou une température d

es valeurs
ales a 50%

5 limites de

¢) (pour les

due a une
surcharge

rraphe 3.3.

essement a

u point de

TEfETence Specitice (VOIr 13 1ole du paragrapiie 5.3).

-

La forme d’onde doit étre choisie parmi celles offertes au chapitre 1V, paragraphe 3.3.

Dissipation de puissance inverse moyenne (pour les diodes de redressement a avalanche

contrdlée)

Valeur maximale pour une température ambiante ou une température du point de

référence spécifiée (voir la note ci-dessous).

Note. — Ces valeurs limites de dissipation de puissance inverse supposent que la dissipation de puissance directe
est nulle. Lorsque les dissipations de puissance directe et inverse ont lieu pour une certaine application,

on doit les réduire en accord avec les informations d’applications du fabricant.
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a) For times smaller than one half-cycle (at 50 or 60 Hz), but greater than approximately
I ms, in terms of maximum rated value of

JIE

These ratings may be given by means of a - curve or by specified values. No
immediate subsequent application of reverse voltage is assumed.

b) For times equal to, or greater than, one half-cycle and smaller than 15 cycles (at 50
or 60 Hz) in the form of a curve showing the maximum rated surge current versus
time.

These ratings should preferably be given for a reverse voltage of 80% of the

m
VO
ma

¢) Fo

3.2.5 Continuous (direct) forward current (I7)

M4

4. Frequeycy ratings (limiting values)

Wh

current ratings in Clause 3 apply.

imum repetitive peak reverse voltage. Additional ratings may be
age. Additional ratings may be given for reverse voltages of 507
ximum repetitive peak reverse voltage.

00% of|

r a time equal to one cycle with no reverse voltage appli

ximum value.

in gueneie

for which the voltage

ere applicable, maximum and/or

(non-repofiti
er diode

ing curves
duration,

iven or rev

Crse

the

and

hche

the

ximtim value at specified ambient or reference-point temperature (see note to

Sub-

clause 5.3).

The waveform should be selected from Chapter IV, Sub-clause 3.3.

5.
5.1 Surge
rectif]
Ra
surge
Th
5.2 Repetiti
Ma
5.3 Mean

reverse power dissipation (for controlled-avalanche rectifier diodes)

Maximum value at specified ambient or reference-point temperature (see note below).

Note. — These reverse power dissipation ratings assume zero forward power dissipation. When both forward and
reverse power dissipations occur in an application, they must both be derated in accordance with the

device manufacturer’s application information.
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6. Valeurs limites de température

6.1 Températures du fluide de refroidissement ou du point de référence (pour les diodes de
redressement & température ambiante ou & température de boitier spécifiée)

Valeurs minimale et maximale.

6.2 Températures de stockage (Tsg)

Valeurs minimale et maximale.

6.3 Température virtuelle de jonction (T;) (s’il y a lieu)

Valeur maximale.

7. |Caracteristiques électriques

(A une température du fluide de refroidissement o reférenct de 25 °C,

sauf indication contraire.)

7.

—

Caractéristiques directes (s'il y a lieu)

du courant
du courant
température
virtuelle de

Courbes montrant la valeur instantanée
direct jusqu’a la valeur de pointe du courg
direct moyen (paragraphe 3.2/) & up€
plus élevée, de préférence 2
jonction.

7.2| Tension directe (dans des conditi

7.2]1 Tension dire

) Valeu;: max
7.2]2 Tensionvdi

du courant

lisation non

Valeur minimale, pour un courant d’impulsion spécifié, dans la partje & faible
impédance dynamique de fa Caracteristique Iverse:

7.4 Courant inverse de pointe répétitif

Valeur maximale pour la valeur limite de la tension inverse de pointe répétitive; en
outre, s’il y a lieu, valeur maximale pour la valeur maximale de la température virtuelle
de jonction.

7.5 Dissipation de puissance totale

Pour les diodes de redressement a température de boitier spécifiée seulement, courbes
donnant la dissipation de puissance totale maximale en fonction du courant direct
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6. Temperature ratings (limiting values)

6.1 Cooling fluid or reference-point temperatures (for ambient-rated or case-rated rectifier

diodes)

Minimum and maximum values.

6.2 Storage temperatures (Tsg)

6.3

7. Electricadl characteristics

7.1

7.2 Forwa

7.2.1

722 Cres

73

7.4

7.5

Forwand characteristics (where appropriate)

Minimum and maximum values.

Virtual junction temperature (T;) (where appropriate)

Maximum value

(At |25 °C cooling fluid or reference-point temperature, unles

ard current up| to

¢, tated\unean forward curfent
ob ¢r higher temperatfire,

Cur
the
(Sub-g
prefer.

Ma

Maki use
3.2.1))

Note.

Breakd

Mipimium value for a specified pulse current in the low dynamic impedance parf of

the reverse characteristic.

Repetitive peak reverse current

Maximum value at the rated repetitive peak reverse voltage; in addition, where
appropriate, maximum value at the maximum virtual junction temperature.

Total power dissipation

For case-rated rectifier diodes only, curves showing the maximum total power
dissipation a function of mean forward current, at a sinusoidal reverse voltage having a
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moyen, pour une tension inverse sinusoidale dont la valeur de pointe est égale & la
moitié¢ de la valeur limite de la tension inverse de pointe répétitive. On doit donner une
courbe pour chaque condition de fonctionnement spécifice au paragraphe 3.2.1.

7.6 Energie totale maximale pour une impulsion de courant direct en forme de demi-onde
sinusoidale (s’il y a lieu) (spécialement pour les diodes a commutation rapide)

Courbes montrant les valeurs de courant direct maximales (de pointe) en fonction de
la durée de Pimpulsion de courant en forme de demi-onde sinusoidale avec comme
paramétre 1’énergie totale (énergie directe plus énergie de recouvrement inverse), dans les
conditions spécifiées suivantes:

a) tension inverse;
b) réseau d’amortissement RC (s’il y a liew).

La figure 7 est donnée & titre d’exemple.

Irrm H 1K
(A) 05
1000 0.2
0,1
100 - 005
(\ ¥ T -
w 1000 to(us)

393/83

atale—mfaximale pour une impulsion de courant direct ep forme de
jsinusoidale pour différentes valeurs de courant et de durée de
/ Paramétre: énergie de Uimpulsion en joules.

7.7 Charge recouvrée (Q:) (s’il y a lieu). Voir figure 8, page 38
Valeur maximale, ou valeurs maximale et minimale, dans les conditions spécifiées:
a) courant direct, de préférence égal a la valeur maximale du paragraphe 3.2.1;
b) vitesse de décroissance du courant direct di/dz;

¢) tension inverse, de préférence égale & 50% de la tension inverse de pointe répétitive
spécifiée dans le paragraphe 3.1.2;

d) température ambiante ou température d’un point de référence, égale a la température
la plus élevée pour laquelle la valeur de pointe du courant direct est permise.
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peak value equal to half the rated repetitive peak reverse voltage. A curve should be
given for each operating condition specified in Sub-clause 3.2.1.

7.6 Maximum total energy for one half-sine wave forward current pulse (where appropriate)
(especially for fast-switching diodes)

Curves showing the maximum (peak) forward current values as a function of the
half-sine wave current pulse duration with the total energy (forward plus reverse recovery
energy) as a parameter, under the following specified conditions:

a) reverse voltage;
b) RQ damping network (snubber), (where appropriate).

Fighire 7 is given as an example.

feRm A +J
(A) 05
1000 0.2
0.1

100 0.05

10 \) 1000 ,(us)

393/83

ol N O
9

FiG. 1. argy of one half-sine wave forward current pulse, for vagious

and pulse duration. Parameter: pulse energy in joules.

7.7 Recovered charge (Q:) (where appropriate). See Figure 8, page 39
Maximum value, or maximum and minimum values, under specified conditions:
a) forward current, preferably equal to the maximum value of Sub-clause 3.2.1;
b) decay rate of forward current di/dr;

¢) reverse voltage, preferably 50% of the repetitive peak reverse voltage specified in
Sub-clause 3.1.2;

d) ambient or reference-point temperature equal to the highest temperature at which the
peak value of the forward current is permitted.
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Y

025 Il oo

0.9 /gm
TRV

FiG. 8. — Charge recouvrée @, courant de recouvrement i M temps de

recouvrement inverse f4r (caractéristiques idégle

7.8 Courant de recouvrement inverse de pointe (s’il
e 7.7.

e 7.7.

Quand les diodes de redressement a semiconducteurs sont connectées en série ou en
parall¢le, il est nécessaire de considérer non seulement la division de la tension et du
courant dans le fonctionnement stable, mais aussi I'effet d’accumulation des porteurs de

charge pendant la commutation.

10.1 Fonctionnement en régime stable (comprenant les surcharges)

10.1.1 Fonctionnement en série

Afin d’obtenir une division convenable de la tension dans le montage en série, on peut
employer une ou plusieurs des méthodes suivantes:


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

747-2 © 1EC 1983 — 39 —
i A
- b
0 t>
025 fay 4o
Q,
o9 /g L ——
-1 7 B e b
35
FiG. 8. — Recovered charge O, peak reverse recovery current I ery\time
te (idealized characteristics).
7.8 Peak
M
7.9 Reve
M
8. Thermpl characteristics (
8.1 Trangi
from

9. Mecha

Sqe

10. Appl1cation data

Al curve s in
steaqy-state va

With series or parallel connection of semiconductor rectifier diodes, it is necessary to
consider not only the division of voltage or current in steady-state operation, but also
carrier storage effects during commutation.

10.1 Steady-state operation (including overload)

10.1.1 Series operation

In order to obtain proper division of voltage in a series connection, one or more of
the following methods can be used:
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1) diviseurs de tension en paralléle, composés de résistances;
2) diviseurs de tension en paralléle, composés de capacités;

3) caractéristiques inverses appareillées a 'usine;

747-2 © CEI 1983

4) transformateurs a enroulements multiples (non applicable aux circuits monophasés

demi-onde);
5) égalisation de la température par montage sur un radiateur commun.

On devra consulter le fabricant pour avoir des informations détaillées.

10.1.2 Fonctionnement en paralléle

10.p

10.p.

10.p.

AlIn g oodtenir une division convenaole du courant dans un ont

peut employer une ou plusieurs des méthodes suivantes:

€ e [

+

1) caractéristiques directes appareillées a l'usine;

2) addition d’une résistance ou d’une réactance en sérig

Pour les diodes de redressement a avala
une surcharge accidentelle (non répétiti
d’un montage en paralléle;
détaillées.

pas/ n
r'ca

aralléle, on

verse due a
Hans le cas

Conditions en régime transitoire

Surtension tra lation des porteurs de charge

Le couran commutation peut changer rapidemg¢nt a cause
des eff; peartedrs de charge et, associé avec l'inductancqd du circuit,
produi . <tte tension transitoire, ajoutée a la tension appliquée,

imite de tension inverse de la diode.

ment de la

DN

e temps de

circuit de diodes connectées en série, les différences dans |

recouvrement—des—diodes—penvent—produire—une—division—inégale—deta—tensiond pendant la
commutation. On peut réduire tout déséquilibre par une capacité en paralléle sur chaque
diode de la chaine série. On peut choisir a cet effet les capacités mentionnées au

paragraphe 10.1.1.

On devra consulter le fabricant pour avoir des informations détaillées.
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1) parallel resistive voltage dividers;

2) parallel capacitive voltage dividers;

3) factory-matched reverse characteristics;

4) multiple transformer windings (not applicable to single-phase half-wave circuits);

5) temperature equalization by mounting on a common heat sink.

The manufacturer should be consulted for detailed information.

10.1.2 Parallel operation

In
the f

1) fad
2) ad
3) ba
4) tey

Fozi
the

consulted for detailed information.

10.2 Tranient conditions

order to obtain proper division of current in a parallel connection, one mer
llowing methods can be used:

tory-matched forward characteristics;
Hition of resistance or reactance in series with each diodg

ancing transformers or separate transformer windings

e of

10.2.1 Tr4qnsient overvolta
Thg diode curre may change rapidly due to carrier storage
effects and, a ce, can produce an oscillatory voltage. [This
transient voltagse,/toget applied voltage, may often exceed the reverse voltage
rating
An ! lengthen the diode recovery time and reduce| the
trans
Themanufactycer: should be consulted for detailed information.
10.2.2 Voltage -division of series connected diodes during commutation
In|al§eries connection of diodes, differences in diode recovery times may produc¢ an
unequal voltage division during commutation. ANy unbalance may be reduced by a

capacitance shunting each diode of the series chain. The capacitors mentioned under
Sub-clause 10.1.] may be chosen to meet this purpose.

Th

e manufacturer should be consulted for detailed information.
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CHAPITRE 1V: METHODES DE MESURE

1. Caractéristiques électriques
1.1 Précautions générales

1.1.1  Précautions générales pour les mesures en courant continu

Pour la mesure de la caractéristique directe d’une diode de redressement a
semiconducteurs, la qualité de la source de courant continu n’est pas considérée comme
importante, pourvu que le taux d’ondulation créte a créte soit inférieur a 10%.

Pour la mesure de la caractéristique inverse, le taux d’ondulation créte a créte de la
source de tension ne devra pas exceder 1%. On devra prendre grand sgin d gviter que la
valeur limite de tension de la diode de redressement puisse &t ar'|une tension

transitoire quelconque.

1.1]2  Précautions générales pour les mesures en courant alterpaty

de protéger les

il peut étre nfcessaire de
! parasites, par exemple a
é@ masse convenable. On |devra aussi

en inductance résiduelle |aussi faible
a fort courant.

1.113

température pour toutes les nesures de

ion directe.
directe aux

FiG. 9. — Circuit de mesure de la tension directe (méthode en courant continu).
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CHAPTER 1V: METHODS OF MEASUREMENT

1. Electrical characteristics
1.1 General precautions

1.1.1 General precautions for d.c. measurements

For the measurement of the forward characteristic of a semiconductor rectifier diode,
the quality of the source of direct current is not considered to be important, provided
that the peak-to-peak ripple is less than 10%.

e source should not exceed 1% and particular care should be taken to“gnsuie that
transierts.

volt
the yoltage ratings of the rectifier diode are not exceeded due to any volt

F;E the measurement of the reverse characteristic, the peak-to-peak ripple of the

1.1.2 Gen[ral precautions for a.c. measurements
Dipdes may be included in source circuits in order the
oscilloscope from unwanted half-cycle pulses.

itable

W
prec: . |Care
shou
In| addition, particular care should ake ¢ W as
poss
1.1.3 Temperature conditions
For all measureme i Raracteristics described below, the conditions of
been

temperature should
TL meas 3
reached.

1.2 Forwjard voltage

1.2.1 D.¢.

the measurement of the forward voltage is shown in Figdre 9.

The rrent is applied through the diode, and the forward voltage |drop
acro 1 srminals is measured under specified conditions.

R o\

SN Gj

FIG. 9. — Circuit for the measurement of forward voltage (d.c. method).
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1.2.2  Meéthode de l'oscilloscope

La figure 10 correspond a un circuit fondamental pour la mesure de la tension directe
instantanée. Un courant sinusoidal, simple alternance, traverse la diode mesurée dans le
sens direct et la courbe tension-courant est présentée sur un oscilloscope.

On devra prendre soin d’éviter I'instabilité thermique.

[

D = diode mesurée
R, = faible résistanc

FiG. 10. — Circuit de mesure e de P'oscillostope).

1.2.3 Méthode en impulsions

But

Mesurer la tengd ressement dans des conditiong spécifiées,

en utilisant une

Schéma

% S7 ) Oscilloscope
N D [ O ou appareils de
Q lecture de ¢réte

b v

0061/73
FiGURE 11
Description et exigences du circuit

D = diode a mesurer
générateur d’impulsions

mQ
i

f

résistance de protection
résistance étalonnée qui permet de déterminer le courant

e
I
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1.2.2  Oscilloscope method

The basic circuit for the measurement of instantaneous forward voltage is shown in
Figure 10. A half-sine wave current is applied to the diode under test in the forward
direction, and the voltage-current curve is displayed on an oscilloscope.

Care should be taken to avoid thermal instability.v‘

1
o\
, /N
7
Ry
Ry
—
e J A
D diode under test

resistor, low resistance

N
i

1.2.3  Pulsg method

N

Purpgse

To| measure the forw volt
pulse[ method.

Circulit diagram
Q R1
| 1
| | @

g a

FIGURE 11

Circuit description and requirements

D = diode being measured
= pulse generator
= protective resistor

-

G
R
R,= calibrated current sensing resistor

—0
G Q Oscilloscope
\ D 0] or peak reading
= instruments
Ro
IR _}
| S |
O
0061{73
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La largeur de I'impulsion et la vitesse de répétition du générateur d’impulsions doivent
étre telles que 1'élévation de température interne soit négligeable pendant la mesure.

Les conditions ci-dessus sont, en général, réalisées pour des largeurs d’impulsions de
100 pus a 500 ps. Pour les diodes de forte puissance, il peut étre préferable d’utiliser des
impulsions sinusoidales de durée jusqua 1 ms pour que Péquilibre des porteurs de

charges soit atteint.

Exécution
La tension délivrée par le générateur d’impulsions est initialement nulle.

On régle la température & la valeur spécifiée.

aiuste—le lavaleur cpi\riﬁép en auementant la t
[=4

nsion du

1.2.4

0
A a3

générateur d’impulsions; on mesure alors la tension directe sur I’

TaJaSTC

Conditions spécifiées
Les valeurs des conditions suivantes doive

a) courant direct de pointe;

Tension directe moyenne

La figure 12 correspond a
moyenne.

L’impédancs
le courant dirg

La t
mesure éta

(1<)
N

b, mais ils
Pde pointe

eférence.

ion directe

pour que
dale.

mobile, la

diode mesurée
source de courant ajustable, a impédance élevée

D
S

La résistance R, et la diode D, sont choisies de telle sorte que, lorsque la diode & mesurer et D, sont polarisées

en inverse, la quasi-totalité de la tension de polarisation est appliquée aux bornes de D,.

FI1G. 12. — Circuit de mesure de la tension directe moyenne.
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The pulse width and the repetition rate of the puise generator should be such that

negligi

ble internal heating occurs during the measurement.

The above conditions are usually met with pulse widths of 100 ps to 500 ps. For high-
power diodes, sinusoidal pulses with base widths up to | ms may be preferable to
establish carrier equilibrium. o

Measurement procedure

The

Tem

pulse generator voltage is set initially to zero.

perature conditions are set to the specified value.

The
genera)

Peal
instrur
curren

Specif
The

a) peak forward current;

b) am

1.2.4 Averg
The

The
that h

The
being

specified Torward curremt IS thenm Set by InCreasing the voitag
tor; the forward voltage is measured on the oscilloscope.

t reading instruments may be used instead of the oscilloscop
hents that allow measurement of the peak forward voltage at
reaches its peak value.

ed conditions

values of the following conditions should be 48

bient, case or reference-point té

ge forward voltage

basic circuit for the.measureme

diode under test
= adjustable high-impedance cutrent source

D
S

— 3
of<cthe—pylse

be

Qrd

ure

R, and D, are chosen to ensure that, when the diode under test and D, are reversed biased, nearly all the bias
is developed across D,.

FiG. 12. — Circuit for the measurement of average forward voltage.


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

48 — 747-2 © CEI 1983

1.3 Tension de claquage (Vg,) des diodes de redressement a avalanche et a avalanche contrélée

a) But

Mesurer la tension de claquage d'une diode de redressement a avalanche ou a
avalanche contrdlée par une méthode en impulsions dans des conditions spécifiées.

b) Schéma

Generateur T
d‘impulsions

ou générateur
demi-sinusoidal

a courant -
constant

394/83

FIGUR 3

¢) Description et exigences du

D est la diode en mesure.

C d’utilisation du générateur a cour
on qu’il ne se produise qu'un échauffey

du générateur pour obtenir la valeur spécifi¢e du cour?

de claguage sur I’appareil de mesure de pointe.

é)_Condisiofis spécifiées

igsure

hint constant
hent interne

nt inverse.

h  point de

—Fempérature—ambiante, température de hoitier on température d’u

référence (Tamb, Tcase, Tref)~
-~ Courant inverse (lg)-

1.4 Courant inverse

1.4.1 Méthode en courant continu

La figure 14 correspond & un circuit fondamental pour la mesure du courant inverse.
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1.3 Breakdown voltage (Vigg,) of avalanche and controlled-avalanche rectifier diodes

a) Purpose

To measure the breakdown voliage of an avalanche or controlled-avalanche rectifier

diode by a pulse method under specified conditions.

b) Circuit diagram

Constant current
pulse or half-
sine wave

¢) Circuit description and requirements

is a non-inductive

Ypecified conditions

e)

O is the diode being

enerator -
9 RIR

FIGURE 1

measured.

Pe

reading

— Ambient, case or reference-point temperature (Jfamb, Icase, Iref).

— Reverse current ([fp).

1.4 Reverse current

1.4.1 D.C. method

such

The basic circuit for the measurement of the reverse current is shown in Figure 14.


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

1.4

— 50 — 747-2 © CET 1983

La tension inverse spécifiée est appliquée, une résistance de protection étant placée en
série avec la diode: le courant inverse est mesuré selon des conditions spécifiées.

—e

2 Méthode de loscilloscope

La figure 15 correspond & un circuit fondam
instantané. On peut utiliser une source de pujssa
impédance, comme indiqué respectivemen
courant-tension est représentée sur un oscil

15a et 15b.

FiG. 15a Fic. 15

D =

diode mesurée

R, = forte résistance
R, = faible résistance
15 Circuit de mesure du courant inverse (méthode de 1'oscillos

ntinu).

rant inverse
soit &4 faible
La courbe

Fope).

Dans la figure 15a, la source de tension est mise en série avec une résisfance R, qui

limite les courants direct et inverse a la méme valeur.

Dans la figure 15b, la source de tension en série avec une diode est branchée aux

bornes d’une résistance shunt R,.

1.4.3 Courant inverse de pointe

But

Mesurer le courant inverse de pointe d'une diode de redressement pour

une valeur

spécifiée de la tension inverse de pointe répétitive dans des conditions spécifiees.
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The specified reverse voltage is applied through a protective resistor and the reverse

current is measured under specified conditions.

—

—

1.4.2  Oscilloscope method

The basic circuit for the measurement of instantanedu

shown in Figure 15. Either a high-impedance or a
used, | as shown in Figures 15a and 15b respe
displayed on an oscilloscope.

FiG. 15a FiG. 15
D = diode under test
, = resistor, high resistance
R, = resistor, low resistance

F1G. cuitfor the measurement of reverse current (oscilloscope method).

reverge currenf is
sipply may| be
valtagescurrent curvg is

In =i + 1545 valtaca HEca 1o ocann
EY lsul\; lJ(—L’ [2] vu‘tusv DRIV T1J COIITITOUWT

limits the forward and reverse currents to the same value.

ected—in—series—with—a hm:hng resistor R which

In Figure 15b, a voltage source in series with a diode is connected across a shunting

resistor R,.

1.4.3 Peak reverse current

Purpose

To measure the peak reverse current of a rectifier diode at a specified value of

repetitive peak reverse voltage under specified conditions.
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Schéma
R4 Do
| o— A
T T~
R{R2
/ Oscilloscope
G ou appareils de
e y JW/_ lecture de créte
A D3
gz D4
/73
FIGURE 16
Description et exigences du circuit
D, = diode & mesurer
D, et D; = ’on mesure
G = source de tensig
R, = résistance de p
R, = résistance €talon
dressement,
brnative. La
oscilloscope
be, mais ils
de pointe
a)'tension inverse de pointe répétitive;

b) fréquence de la source de tension alternative;

¢) température ambiante, température du boitier ou température d’un point de réféerence.

a) But

Courant inverse de pointe avec dissipation causée par le courant direct moyen

Mesurer le courant inverse lorsque la diode de redressement est échauffée par le

passage du courant direct.

Le circuit d’essai

«puissance fictive» pour I’essai d’endurance.

est utilisé comme circuit dit de
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1.4.4

Circuit diagram

R D2
| p—
i F % —0
R|R2
/ Oscilloscope
G o or peak reading
'Y y Z instruments
A D3
Q D1
e
60K 3
FIGURE 16
Circuft description and requirements
D, = diode being measured
D, apd D, = diodes to provide negative half-cycles 3 e reverse chdrac-

G = alternating voltage souxce
R, = protective resistor
R, = calibrated current sensi

Meagurement procedure

repetitive pdak the rectifier diode, measured on| the
oscilloscope, is adjusted b alterhating voltage source. The peak valup of
the feverse ¢ through theé\zectifiendigde is measured on the oscilloscope conngcted

a) repetitive peak reverse voltage;

sed instead of the oscilloscope, but they must be
of the peak reverse current at the time the reyerse

b) frequency of alternating voltage source;

¢) ambient, case or reference-point temperature.

Peak reverse current with dissipation due to average forward current

a) Purpose

To measure the reverse current when the rectifier diode is heated up by forward

current. The test circuit is used as a cheater circuit for endurance testing.
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b) Schéma
D, Ry
KT =
Ry
D;
% DSZ 'q .
T Ra '

L oy LS
U

Oscilloscope ou appareil
de lecture de poin

D = diode en mesure

FiGure 17

¢) Description et exigences du circuit

T, = transformateur haute tension a( faiply déba on inverse

rant  direct

!
i
(=
-
[
=
@
©
I}
=]
o
(ol
[}
c
~
o
wn
w
(¢
Ll
@

D, = diode d’équilibrage\ pour I
g mes gurant direct moyen

¢lestronique ou électromécanique avec un angle de |conduction
¢t 180° durant la demi-période de conduction de la diode
courant de fuite a travers le commutateur ouverf doit étre

la sortie du transformateur T, pour qu’il ait la phase correcte,

ion de pointe spécifiée.

Ajuster les conditions de refroidissement pour avoir la température (ambiante, de
boitier ou dun point de référence) spécifite. Observer le courant inverse sur un
oscilloscope ou sur un appareil de lecture de pointe.

e) Conditions spécifiées
— Température ambiante, température du boitier ou température d'un point de
référence (Tamb, Taase, Tref). s
- Courant direct moyen (Igav))-
— Tension inverse de pointe (Vrum)-
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b)

¢)

d)

e)

Circuit diagram

— 55 —

Dy Ra 5
R4
Dy
o oyl A
T Rz
R S
(o] o o Oscilloscope or peak-reading

Cyrcuit description and requirements

R >Og -
b
I I i

w2

instrument

D = diode being measured

The output from transformer T, is connected for the correct phase and the i

FIGURE 17

ycle

ycle

130°

ofward conducting half cycle of the diode Yeing

current across the open switch must be smal

I in

1put

The cooling conditions are adjusted to the specified ambient, case or reference-point
temperature. The reverse current is observed on an oscilloscope or a peak-reading

instrument.

Specified conditions

— Ambient, case or reference-point temperature (Tamb, Tcase, Trer)-

— Average forward current (Igav)-

— Peak reverse voltage (Vim)-
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1.5 Charge recouvrée (par mesure du courant de recouvrement inverse)

But

Mesurer la charge recouvrée d'une diode de redressement dans des conditions
spécifiées.

Schéma et forme d'onde

Ry L1 Ro Lo
St — """"",__rvv\_?;“/
—( A {3 o=
- v v A N
D1
7 Y
) — L V
F T— v
d v
_ M
006273
rh
0063{73
Fic. 19. — Forme d’onde du courant traversant la diode.
Description et exigences du circuit
A = ampéremétre & cadre mobile
C, — condensateur qui fournit le courant de recouvrement inverse de la diode D,
C, — condensateur qui élimine la haute tension inverse induite
D, — diode 4 mesurer
L, — inductance qui bloque la tension inverse (la valeur de L,/R, est choisie de

facon a étre trés supérieure au temps fi)
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1.5 Recovered charge (by measurement of reverse recovery current)

Purpose
To measure the recovered charge of a rectifier diode under specified conditions.
Circuit diagram and test waveform

R4 Ly Re L2 g,

——
0 . — Y Y ooy
S — — — —

1
N

IF ’ | = V¢

M R|R3 Rs

AV
006273
Iz = forward current source

0063/73
FiG. 19. — Current waveform through the diode.
Circuit description and requirements
A = moving coil ammeter
C, — capacitor supplying the reverse recovery current of diode D,
C, = capacitor suppressing the high induced reverse voltage
D, = diode being measured
L, — inductor to block the reverse voltage (the value of L,/R, is selected to be

much greater than the time #r)
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L, — inductance qui permet d’ajuster la vitesse de croissance du courant inverse
M — instrument de mesure (par exemple un oscilloscope)
R, = résistance qui limite le courant direct
R, = reésistance de l'inductance L,
R, — résistance étalonnée non inductive qui permet de déterminer le courant
R, — résistance qui élimine la haute tension inverse induite
S, et S, = interrupteurs électromécaniques ou électroniques
Notes 1. — On doit veiller a4 ce que le temps de conduction soit suffisamment court pour donner une variation
négligeable de la température virtuelle de jonction, mais suffisamment long pour que I'équilibre des
porteurs de charge soit réalisé.
2. — La résistance globale du circuit de la source de la tension inverse doit étre suffisamment faible pour
garder 4 la forme d’onde du courant de recouvrement inverse I, une allure sensiblement triangulaire.
3—Tes valeurs de R, et de—C;seront—choistes—de—fagon—queHes—'atent pas—dinfluence—sur la forme
d’onde du courant de recouvrement inverse.
Exécution
On ferme S, et la source de courant direct est ajustf ‘ la\valéur spécifiée
1

2. |Mésures thermiques

du courant direct Iz dans la diode 4 mesurer.

rse qui est
la valeur
ce L,.

st 'instant

déterminé par Pidtersect] e s 09 I et

Conditions _spéci
Les v;;i ¢

= h);

reférence.

2.1 Température du point de référence

2.1.1 Pour les dispositifs dans lesquels un trou a été percé dans le boitier par le fabricant a
cet effet, la température du boitier sera mesurée & I'aide d’un thermocouple introduit
dans ce trou. Le thermocouple ne devra pas avoir une section d’un diamétre supérieur a
0,25 mm. La jonction du thermocouple devra €tre réalisee par brasage plutdét que par
soudure ou torsion. La sonde sera enfoncée dans le trou et celui-ci sera alors refermé
par matage juste au-dessus de la sonde.

* Une valeur de référence différente peut &tre choisie pour un type particulier de diode.
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2. Thermal ‘ineasurements

2.1

2.1.1

S, and S,

Notes 1. —

1983 — 59 —

= inductor adjusting the rate of rise of the reverse current
= measuring instrument (e.g. an oscilloscope)

= forward current limiting resistor

= resistance of inductor L,

= calibrated, non-inductive current sensing’ resistor

= resistor suppressing the high induced reverse voltage

= electromechanical or electronic switches

Care must be taken that conduction time will be short enough to give negligible change of virtual
junction temperature, but long enough to establish carrier equilibrium.

The total resistance of the reverse voltage source circuit should be sufficiently small to preserve an
essentially triangular waveform of the reverse recovery current I.

Measyrement procedure

The values of R, and C, should be chosen so that they have mo iniluence on/the very
current waveform.

S, {s closed and the forward current source is adjusted to(give of
the forward current Iz through the diode being measured.

S, fis closed and the diode current is reversed b lied
revers by
mean

Thg
where rval
betwe tant

the

time

Specifi

Th
a) fo
b) rey

Reference-point temperature

For devices where a hole has been drilled by the manufacturer for this purpose, the
temperature of the case is measured by means of a thermocouple inserted into this hole.
The thermocouple should not have a section of a diameter greater than 0.25 mm. The
thermocouple bead should be formed by welding rather than by soldering or twisting.
The bead is inserted into the hole which is, then, closed over the thermocouple bead by
tapping the metal at the edges of the hole (peened closed).

* A different reference value may be chosen for a particular type of diode.
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2.12 Pour les autres dispositifs, la température au point de reférence sera mesurée a l'aide
d’un élément sensible a la température, ayant une capacité thermique négligeable, qui
sera scellé, soudé, agrafé ou maintenu rigidement sur le boitier de la diode de
redressement de facon & présenter une résistance thermique négligeable.

2.2 Résistance thermique et impédance thermique transitoire

2.2.1 Introduction

La mesure de la résistance thermique et de P'impédance thermique transitoire est basée
sur Pemploi d’un parameétre sensible a la température servant d’indicateur de 1la
température virtuelle de la jonction. La tension directe d’une diode deredrgssement, pour
une valeur de courant égale a un petit pourcentage de la ydleur imite(de | celui-ci, est
normalement employée comme paramétre sensible a la temp

La précision de cette méthode n’est pas spéci précautions

adéquates telles que celles mentionnées ci-aprés doive

2212 Résistance thermique (Ru)

a) But

Mesurer la résistance thermiqué et un point de r¢férence (de

préférence sur le boitier) d'nne diode

f pour deux
nt telles que
un courant
ction.

396/83

D = diode en mesure

FIGURE 20
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2.12 For other devices, the temperature at the reference point is measured by means of a
temperature-sensitive element having negligible thermal capacitance, which is cemented,

soldered, clamped or held rigidly against the case of the device so as to ensure a
negligible thermal resistance.

2.2  Thermal resistance and transient thermal impedance

2.2.1 Introduction

tempe
curreft, is normally used as the temperature-sensitive parameter.

Th¢ accuracy of this method is not specified. However, ade be

taken| as outlined below.

2.2.2 Thenmal resistance (Rin)

a) Purpose

Tog measure the thermal resista and a reference ppoint

(preferably at the case) of a rectifig
b) Principle of the methog

int of the device are measured for [two
cooling conditions causing the spme

The temperatures 7T,
different power

jumction temperatuge. i oltage at a reference current is used to verify [that
th¢ same j ( 2 v/feached.

-1,

P, 2"P1

¢) Basic cicuit

396/83

D = diode being measured

FIGURE 20
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d) Description et exigences du circuit

I, = courant de charge provoquant la dissipation de puissance P dans la jonction;
soit un courant continu ou un courant alternatif

I, = courant continu de référence contrdlé lorsque le courant de charge [, est
interrompu périodiquement pendant de courts intervalles de temps

W = wattmétre qui indique la puissance dissipée P dans la jonction par le passage
du courant de charge I, (pour la méthode en alternatif, W mesure la puissance
moyenne dissipée dans le dispositif en mesure)

S, = interrupteur électronique destiné a interrompre périodiquement le courant de
charge I, (pour la méthode en continu); pour la méthode en alternatif,
Iinterrupteur S, n’est pas nécessaire

S, = interrupteur électronique, ferme lors de I'interruption du courant de Tharge |

V = voltmétre de zéro

e) Précautions d prendre

Des transitoires de tension ont lieu & cause des porteurs ek lors de la

commutation du courant de charge I, au couraps

Des transitoires de tension supplémentaires on tif en essai

contient un matériau ferromagnétique. fermé tant

que ces transitoires n’ont pas dispa

Note. — Le courant de charge ¢ e puissance P

est également nuile et 13 pérature 7, du
point de référence.
f) Exécution

Enregistrer la température 7, du point de référence du boitier.

empérature élevée. Faire circuler un faiblg
une dissipation de puissance P, dans la jongtion. Quand

e. Fixer un

courant de

courant I,
température
est réalisée

Calculer la résistance thermique Run d’aprés I'expression suivante:

-7

o = p=P

2.2.3 Impédance thermique transitoire (Zwnw)

a) But

Mesurer Iimpédance thermique transitoire entre la jonction et un point
(de préférence sur le boitier) d’une diode de redressement.

de référence
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d) Circuit description and requirements

I, = load current generating the power dissipation P in the junction, either a d.c.
current or an a.c. current

I, = reference d.c. current monitored when the load current I, is interrupted
periodically for short time gaps N

W = wattmeter to indicate the power dissipation P in the junction caused by the load
current I, (for the a.c. method, W measures the average power dissipated in the
device being measured)

S, = electronic switch to interrupt periodically the load current I, (for the d.c
method); for the a.c. method, switch S, is not mandatory

S, E electronic switch, which is closed when the load current I, 1s interrupted

V  null-method volfmeter

e) Precautions to be observed

curfent I, to the reference current L.

Adgitional voltage transients occur, if the case he ice er/test contdins
ferjomagnetic material. The switch S, should these transignts
have disappeared.

Not¢. — The load current I, listed in d) a e dissipation P, is also zero |and
the virtual junction temperature is e S 2

f) Maéaasurement procedure

Th¢ device being heat sink maintained at a fiked

temperature. reference point to measure [the

tem

1. 18
mal

2. sed

Thé reference-point temperature T, of the case is recorded.

The thermal resistance Rin is calculated using the expression:

L-T,

Ran = P2_})1

2.2.3 Transient thermal impedance (Zmw)

a) Purpose

To measure the transient thermal impedance between the junction and a reference
point (preferably at the case) of a rectifier diode.
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b} Principe de la méthode

Aprés avoir appliqué le courant qui échauffe la jonction et avoir attendu que
I’équilibre thermique soit atteint, on enregistre la puissance dissipée dans le dispositif.
On interrompt alors le courant, et on enregistre la tension directe pour le courant de
référence ainsi que la température du point de référence en fonction du temps.

On calcule la température virtuelle de jonction en fonction du temps au moyen de la
courbe d’étalonnage obtenue avec le méme courant de réféerence.

¢) Schéma de base

7
A

\\\ ] nreg\geur

397/83

bnction

passage du

exemple un oscillographe enregistrant la variation fen fonction
a tension directe due a I,

er une courbe d’étalonnage en mesurant la tension directe due auyf courant de
référefice I, en fonction de la température virtuelle de jonction, en faisgnt varier la
température externe du dispositif, par exemple au moyen d’un bain d’hufle.

2. Fixer le dispositif mesuré sur un radiateur maintenu 4 une température fixe. Fixer
un thermocouple au point de référence afin de mesurer la température du point de
référence Tier du dispositif en mesure. Faire circuler le courant I, provoquant ainsi
une dissipation de puissance P dans le dispositif mesuré jusqu'a ce que I’équilibre
thermique soit atteint.

3. Interrompre le courant I, en ouvrant linterrupteur S. Enregistrer sur I’enregistreur
Re la tension directe due- au courant de référence I, en fonction du temps de
refroidissement.

Enregistrer la température du point de référence pendant ce méme temps.
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b) Principle of the method

After applying the heating current and waiting until thermal equilibrium is established,
the power dissipated in the device is recorded. The heating current is then interrupted,
and the forward voltage at the reference current together with the reference-point
temperature are recorded as a function of time. N

The virtual junction temperature as a function of time is then calculated by means of
the calibration curve obtained for the same reference current.

¢) Basic circuit diagram

oad

éxample, an oscillograph to record the time varigtion
¢ caused by I,

surve is prepared by measuring the forward voltage generated by| the

reference cuifent I, as a function of the virtual junction temperature by varying| the
device temperature externallv_for P‘xampk‘ by means of an oil bath

2. The device being measured is clamped on a heat sink maintained at a fixed
temperature. A thermocouple is fixed at the reference point to measure the
reference-point temperature Trer of the device being measured. The heating current
I, is applied generating the power dissipation P in the device being measured until
thermal equilibrium is established.

3. The heating current I, is interrupted by opening the switch S. The forward voltage
generated by the reference current I, is recorded as a function of the cooling time
by the recording equipment Re.

The reference-point temperature is recorded during this time.
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4. Convertir la courbe de tension directe enregistrée en température virtuelle de
jonction Tvjy au moyen de la courbe d’étalonnage. Calculer 'impédance thermique

transitoire Zuny en utilisant I’expression suivante:

Ziny = [Tvj00) — Tref(O)];[T(vj)(t)— Tret(0)]

ou: Twj(0) et Trer(0) sont les températures au temps [ = 0 lorsqu’on ouvre

I'interrupteur S.

Twviy(f), Trer(?) sont les températures au temps [

Verification de valeurs limites

Courant direct non répétitif de surcharge accidentelle

But

Vérifier la valeur limite du courant. direct (non

d’une diode de redressement dans des conditions sp&ci

Schéma

Rg

I

hccidentelle

< -

0064173

()
O/
FIGURE 22
exigences du circuit

X, — insttument de lecture de créte (par exemple ampéremeétre ou oscilloscop
D, = diode en essal
D, = diode qui bloque la tension directe delivrée par le transformateur T,
R, = résistance permettant de régler le courant de surcharge accidentelle; sa

valeur doit

atre grande vis-a-vis de celle de la résistance directe de la diode D, lorsqu’elle est

présente (voir note ci-apres)
R, = résistance de protection; sa valeur doit étre aussi faible que possible
S = interrupteur électromécanique ou électronique ayant un angle de

conduction

d’environ 180° pendant 1a-demi-période directe (de surcharge accidentelle)

T, = transformateur basse tension pouvant délivrer un courant élevé, fournissant a
travers S la demi-période directe (de surcharge accidentelle). La forme d’onde du
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4. The curve of the recorded forward voltage is converted to the virtual junction tem-
perature Tivjy by means of the calibration curve. The transient thermal impedance

Zuny is calculated using the expression:

Ziny = [Tt (0) — T;'ef(o)]}—);[ Tevi)() — Trer(9)]

where: Twvj)(0), Ter(0) = temperatures at the time t = 0 when opening S.

Twi)(#), Tret(f) = temperatures at the time &

3. Verification of ratings (limiting values)

3.1 Surge (hon-repetitive) forward current

Purpoge

To [verify the surge (non-repetitive) forward current rating ectifier’\ diodey, under
specififed conditions.

Circuit diagram

R1

D2
1
| E— |
S1 .
le
[ —
- o 1< -
l% T2 R3 T4
D3 .

ks QQ |

|

NIDAAN \\\N AN
s —

FIGURE 22 "

Circui requirements

A =| pe€ak reading instrument (e.g. ammeter or oscilloscope)

D, = diode under test

D, = diode to block the forward voltage supplied by transformer T,

R, = surge current setting resistor which should be large compared with the forward

resistance of diode D,, when present (see note below)

R, = protective resistor which should be as small as practicable

S = electromechanical or electronic switch with a conduction angle of approximately
180° during the forward (surge) half-cycle

T, = high-current low-voltage transformer supplying through S the forward (surge) half-

cycle. The current waveshape should be essentially a half-sine wave of approximately
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courant doit étre sensiblement demi-sinusoidale, d’'une durée voisine de 10 ms (ou
8,3 ms), avec une vitesse de répétition d’environ 50 (ou 60) impulsions par
seconde

T, transformateur haute tension, a faible débit, fournissant a travers la diode D, la
demi-période inverse; s’il est alimenté par une source séparée, la phase de celle-ci
doit étre la méme que celle de la source qui alimente T,. La forme d’onde de la
tension doit étre sensiblement demi-sinusoidale

A% appareil de lecture de créte (par exemple voltmétre ou oscilloscope)

Note. Sl y a lieu, on peut insérer entre les points X et Y soit une diode D, en série avec un interrupteur S,,
soit une résistance R, en série avec un interrupteur S,.
Ces circuits ne sont pas obligatoires.
D, est une diode d’équilibrage du courant ayant sensiblement la méme résistance directe que la diode en
Si Ton utilise une résistance R,, elle doit avoir la méme résistance que [a résistance dirdcte de la diode
en essai.
S, est un interrupteur électromécanique ou 'électronique, ayant u d’environ 180°
pendant la demi-période inverse du transformateur T,.

Exécution

Mettre a zéro les sources de tension et de coufa

Placer la diode de redressement dans
polarité; vérifier les conditions de tempér

Régler la tension inverse
valeur spécifiée.

sefon lindicdtion de sa

il de lecture de dréte V, a la

dentelle, mesuré par l'appareil de lecture de

essai le nombre spécifié de foiy le courant

indiquent si la diode de redressement a pu supporter
surcharge accidentelle.

d) nombre de cycles par surcharge, nombre de surcharges accidentelles qt vitesse de

3.2

répétition;

¢) température ambiante, température de boitier ou température d’un point de référence;

/) limites entre lesquelles doivent se trouver les caractéristiques mesurées aprés I’essai.

Tension inverse de pointe non répétitive (Vysy)

But

Vérifier 1a valeur limite de la tension inverse de pointe non répétitive d’une diode de
redressement dans des conditions spécifiées.
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10 ms (or 8.3 ms) duration, with a repetition rate of approximately 50 (or 60) pulses

per second

T, = low-current high-voltage transformer supplying through diode D, the reverse half-

cycle; if fed from a separate source, its phase must be the same as that feed
T,. The voltage shape should be essentially a half-sine wave

\Y

i

peak reading instrument (e.g. voltmeter or oscilloscope)

Note. — If desirable, either a diode D, in series with a switch §, or a resistor R, in series with a switch
may be inserted between points X and Y.
These circuits are not mandatory.
D3

ing

S,

is a current balancing diode having approximately the same forward resistance as the diode under

TEsT.
test.
S, is an electromechanical or electronic switch with a conduction angle of 3
the reverse half-cycle of transformer T,.

Test procedure

The |voltage and current sources are set to zero.

The | rectifier diode is inserted into the test sogket in 3 ‘ with its polafity

marking, and the temperature conditions are checked.

The [ peak reverse voltage, measured reading ins@nnt V, is adjusted to

specified value.

The | surge forward current, measuge 5 ding instrument A, is set to
specified value by adjustment of R,.

The |surge forward curtent\s
under [test.

Progf of the ahilit
is obtdined fro

Specified conditiohs

The
a) pea
b) surg

¢) maXimum jimpedapte of the reverse voltage source;

d) number of cycles per surge, number of surges and repetition rate;

the

the

de

ing

¢) ambient, case or reference-point temperature;

f) post-test measurement limits.

3.2 Non-repetitive peak reverse voltage (Vpsm)

Purpose

To verify the non-repetitive peak reverse voltage rating of a rectifier diode, under

specified conditions.


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

— 70 — 747-2 © CEI 1983

Schéma
— b e
v by
G \' 2 S
Y]
yd

0065173
FIGURE 23

Description et exigences du circuit
D, = diode fournissant des demi-alternances ’on  mesure
seulement la caractéristique inverse de

= diode en essai

conduction
la diode de

D,
G = source de tension alternative
S

V =

la diode de redressement 4 mesyirer dans le

be jusqu’a ce
ve.

répétitive  spécifiée [ en fermant

pu supporter

Conditions spécifiées

Les valeurs des conditions suivantes devront étre données:
a) tension inverse de pointe non répeétitive;
b) température ambiante, température du boitier ou température d’un point de référence;
¢) durée de I'impulsion demi-sinusoidale;
d) nombre d’impulsions et vitesse de répétition;

Note. — La vitesse de répétition doit étre telle que Deffet thermique d’une impulsion ait complétement
disparu avant ['arrivée de P'impulsion suivante.

e) limites entre lesquelles doivent se trouver les caractéristiques mesurées apres 1'essai.
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Circuit diagram

R

— T —bH =

: ®

FIGURE 23

Circult description and requirements

D, = diode to provide negative half-cycles, so that only/thexgeyer

diode under test is measured
D, o diode under test

G = alternating voltage source

S o electromechanical or electronj

Test |procedure

006

173

characteristic of] the

ntely
one

With bias condition test
sockgt. -

Swiitch S i@ g e of
non- iti 1

Th

Th for
appr
P ; ltage
rating is obtdined fsom the post-test measurements.
Specified/conditions

The values of the following conditions should be stated:
a) non-repetitive peak reverse voltage;
b) ambient, case or reference-point temperature;
¢) duration of the half-cycle pulse;
d) number of pulses and repetition rate;

Note. — The repetition rate should be such that the thermal effect of one pulse will have completely

disappeared before the next pulse arrives.

e) post-test measurement limits.
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Dissipation de puissance inverse des diodes de redressement 4 avalanche et d avalanche
controlée

But

Ces méthodes d’essai sont destinées a vérifier les valeurs limites suivantes de
dissipation de puissance inverse des diodes de redressement a avalanche et a avalanche
contrdlée:

1) dissipation de puissance inverse due & une surcharge accidentelle (non répétitive);
2) dissipation de puissance inverse de pointe répétitive;
3) dissipation de puissance inverse moyenne.

Les valeurs limites de dissipation de puissance inverse citées au chapitre III sont

hachrac—aner—Ph $hhiden ~ua 1o Capnmg Ao da Jyy ~~dieant 1 1 1an 1
_Aae—al POy inverse_e
P ASCeS— U TRy POTthEeSC—qHeTa—Torme—aoae—au—Couradtr—iyery est<tria g"]qup

forme de
arables.

Il peut étre difficile de réaliser une méthode de vérific

puissances,
¢ssai est le produit [des valeurs

courant INverse COITes pondant.

e la largeur comprise entrg les points

Schéma

D3 R4

e} i i

<N —
Da 7N +

R3
I 1 R I —
Mg
O
222%/
D, = diode en essai 088176
FiG. 24. — Circuit pour la vérification de la valeur limite de la dissipation de puissance

inverse des diodes de redressement a avalanche et a avalanche contrélée
(méthode utilisant un courant inverse de forme triangulaire).
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3.3 Reverse power dissipation of avalanche and controlled-avalanche rectifier diodes

Purpose
These test methods are designed to verify the following reverse power dissipation
ratings of avalanche and controlled-avalanche rectifier diodes:

1) surge (non-repetitive) reverse power dissipation;
2) repetitive peak reverse power dissipation;

3) mean reverse power dissipation.
The ratings for reverse power dissipation in Chapter III are based on the assumption
that the reverse current waveform has a triangular shape.

A erification method for this current waveform may be difficult tg”achi and) other
wavefprms giving comparable results may be used.

Thq following three verification methods are recommended:
A — |with basically triangular waveform reverse current,
B — [with basically sinusoidal waveform reverse current;
C — |with basically rectangular waveform reverse curfent.

In general, methods A and B are used in the hi ) ¢reas method € is
used for low-power devices.

Thd reverse power dissipation of the div S is the product of the measyred
valued of the avalanche breakdown voltag . gverse current.

The the

current.

Preferred values o

A — | Verificatiog e
Circu
G1
G2
M2
D, = diode under test 08876
Fi6. 24. — Circuit for verification of rating of reverse power dissipation of avalanche and

controlled-avalanche rectifier diodes (triangular waveform reverse current
method).
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Description et exigences du circuit

1

Yo ®0R DO

= source de tension alternative ajustable

= diode de redressement

= résistance destinée a limiter le courant

= condensateur variable destiné a régler la largeur de I'impulsion
= résistance variable destinée a régler le courant inverse

= diode de blocage, si nécessaire

= interrupteur électromécanique ou électronique destiné & décharger le condensateur C
(par exemple: éclateur ou thyristor)

~

M, et M, peuvent étre combinés (par exemple:

= résistance non inductive qui sert a la lecture du courant

= appareil (par exemple: oscilloscope) destiné 4 mes palanche de

pointe

= appareil (par exemple: oscilloscope) destiné a e de pointe

ble faiscepu).

a_tension de la source continue G, est connectée.

égler la source de tension alternative «inverse» G, et la rgsistance R,
la valeur spécifiée de la dissipation de puissance en ajustant|a Vgrry 12
x bornes de la diode D, et 4 Igryry le courant qui la traverse {voir la note
a la page 82).

3)

4)

Fermer S, pour décharger le condensateur C dans la diode en essai dans le sens
inverse. Le condensateur C est ajusté pour obtenir la largeur de limpulsion #w
spécifitée. L’interrupteur S, est fermé afin d’avoir une seule impulsion pour la
vérification de Frgy ou bien un certain nombre d’impulsions répétitives pour la
vérification de Prrum-

Calculer les dissipations de puissance inverse d’aprés les lectures sur les appareils de
mesure M, et M,; pour la dissipation inverse moyenne, il faut tenir compte de la
durée de Pimpulsion et de sa vitesse de répétition.


https://iecnorm.com/api/?name=007f85b1ac5b93a4ab2e6f4c92fd6c0f

747-2 © 1EC 1983 — 75 —

Circuit description and requirements

G, = adjustable a.c. voltage source

D, = rectifier diode

R, = current limiting resistor

C = variable capacitor for adjusting the pulse width

R, = variable resistor for adjusting the reverse current

D, = blocking diode, if necessary

S, = electromechanical or electronic switch to discharge capacitor C (e.g. spark gap or
thyristor)

R, + non-inductive current sensing resistor

M, F instrument (e.g. oscilloscope) for measuring the peak avalapche woltage

M, and M, may be combined (e.g. dual-beam oscilloseqpe).

If required:
D, | fast recovery blocking diode
R, |= current limiting resistor
V = d.c. voltmeter
G, |= d.c. voltage pqurc

Me

D1

'2) 1 voltage source G, and resistor R, are adjusted or pre-set to pbtain
1 alue of power dissipation by adjustment of the voltage across diode D,
o Varjrm and0f the current through' D, to Igrprm (see note on page 83).

3) Switch S, is closed to discharge the capacitor C through the diode under test in the
reverse direction. Capacitor C is adjusted to obtain the specified pulse width f.
Switch S, is closed to generate a single pulse for the verification of Pggy Or a number
of repetitive pulses for the verification of Prpm-

4) The reverse power dissipations are calculated from the readings of measuring
instruments M, and M,; for the mean reverse power dissipation, the pulse duration
and repetition rate are needed.
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B — Méthode de vérification utilisant un courant inverse de forme demi-sinusoidale
Schéma
D4 R1 Re 4 o D2 D3 Ra
g s ¥ o —Ph1
1
i b —
G1 @/ c 74 Ds Y (!) G2
+
( Rs
(

089176

FiG. 25. — Circuit pour la vér de la dissipation de|puissance

inverse des diodes edre ; 5 avalgnche et a avalanche| contrblée
(méthode utilisant un—co t1h 3. _de forme demi-sinusoidale).

dnique ou électronique destiné a4 décharger le cond¢nsateur C
et primaire du transformateur Tr (par exemple: églateur ou

prémagnétisation ou tout autre moyen convenable pour | éviter la

= diode’de blocage, si nécessaire

Dy =
R; résistance—non—inductive qni sert-a la lecture du courant
M, = appareil (par exemple: oscilloscope) destiné a mesurer la tension d’avalanche de
pointe
M, = appareil (par exemple: oscilloscope) destiné 4 mesurer le courant inverse de pointe
M, et M, peuvent étre combinés (par exemple: oscilloscope a double faisceau).
1 2
Si exigé:

= diode de blocage & recouvrement rapide
voltmétre 4 courant continu

résistance destinée a limiter le courant
= source de tension continue

w

ES

O®m <
I

N
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B —

Verification method using half-sine waveform reverse current

Circuit diagram

D1 Ry Re # | ]

G1Q

f

r———-

:
H

anzeandy
1

_————

Tr

c 74 Ds ¥ CY)

G2

~
|

-0
fo

Y

FiG. 2

Circujt description and reg

Do
i

® O RO
1

[

wn

M

~,
—

|....._._..._
(S

5. — Circuit for verification of
controlled-avalanche rectifie
method).

ipation of avalanche

rectifier de
current i

onic switch to discharge capacitor C over the prin
r (e.g. spark gap or thyristor)

08976

and

aveform reverse cufrent

pary

R
I

blocking diode, if necessary

z 27

]

non-mmductive current sensing resistor

= instrument (e.g. oscilloscope) for measuring the peak avalanche voltage

instrument (e.g. oscilloscope) for measuring the peak reverse current

M, and M, may be combined (e.g. dual-beam oscilloscope).

If required:

w

OF<U
I

~

= fast recovery blocking diode

d.c. voltmeter
current limiting resistor
d.c. voltage source
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Exécution
1) Si cela est exigé, la tension de la source continue G, est connectée.

2) Régler ou prérégler la source de tension alternative inverse G, et la résistance R, pour
obtenir la valeur spécifice de la dissipation de puissance en ajustant Vggjrm €t Irjrm
(voir la note & la page 82).

3) Fermer Dinterrupteur S, afin de décharger le condensateur C dans le primaire du
transformateur Tr. Le condensateur C est ajusté pour obtenir la largeur de I'impulsion
tw spécifiée. Linterrupteur S, est fermé afin d’avoir une secule impulsion pour Ia
vérification de Pygy ou bien un certain nombre d’impulsions répétitives pour la

.-

3 tran—daP
vermreatroi—OCU— I RRM-

4) Calculer les dissipations de puissance inverse d’apres les | pareils de
mesure M, et M,; pour la dissipation inverse moyenne te de la
durée de I'impulsion et de sa vitesse de répétition.

C — Méthode de vérification utilisant un courant inve

Schéma du circuit

Rt Rg>\ D4 R4

1 ) <_m

)Y ‘
G
R3
R} -0

Mo | Mg { ~V
@ 090176

D = diode en essai

FIG. 26. — Circuit pour la vérification de la valeur limite de la dissipation de puissance

inverse des diodes de redressement & avalanche et & avalanche contrdlée
(méthode utilisant un courant inverse de forme rectangulaire).
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Measurement procedure
1) If required, the d.c. voltage source G, is applied.

2) The a.c. reverse voltage source G, and resistor R, are adjusted or pre-set to obtain
the specified value of power dissipation by adjustment of Vgpirm and Igrrm (see note
on page 83).

3) Switch S, is closed to discharge the capacitor C through the primary of transformer Tr.
Capacitor C is adjusted to obtain the specified pulse width #. Switch S, is closed to
generate a single pulse for the verification of Prgy or a number of repetitive pulses
for the verification of Pyrrm.

ring

4) The reverse power dissipations are calculated from the rea
i $ion

ingtruments M, and M,; for the mean reverse power dissipa
arld repetition rate are needed.

C —| Verification method using rectangular waveform reverse

Circuft diagram

R m 1 R4
STOT° —‘l—___—}—j
\_ +
G1 _ﬁ_ > !5 G2
{ R | —0
Mz | M1 [~V
7 090176
D = diode under test
FiG. 26. — Circuit for verification of rating of reverse power dissipation of avalanche and

controlled-avalanche rectifier diodes (rectangular waveform reverse current
method).
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 90%— —

- — — 50% - — tw

D i i iy S

Y
1

. . . 091/76
durée moyenne de I'impulsion

0,2 1,
0,2 1,

AL

FiG. 27. — Forme d’onde.

Description et exigences du circuit

G, = générateur d’'impulsions réglable avec upe udeé, pra ctangulaire,

R, résistance destinée a limiter le co
R, = résistance variable des
R, = résistance non inductive
M, = appareil (par exemple: alanche de
pointe
M, = appareil b de pointe
M, et M, p u).

1

~Si exigé:
~iode

2)Le généfateur d'impulsions G, est réglé pour obtenir la largeur de l'imp ilsion 4w, le
nombre d’impulsions et la fréquence de répétition spécifiés.

3) Régler I'amplitude des impulsions a la valeur spécifiée (voir la note ci-aprés).

4) Calculer les dissipations de puissance inverse d’aprés les lectures sur les appareils de
mesure M, et M,; pour la dissipation inverse moyenne, il faut tenir compte de la
durée des impulsions et de leur vitesse de répétition.

Conditions spécifiées (applicables aux méthodes A, B et C)

1) Dissipation de puissance inverse due a une surcharge accidentelle (non répétitive),
dissipation de puissance inverse de pointe répétitive ou dissipation de puissance
inverse moyenne.
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[ 90%— — AN

Y o i I B

—— ff

Y

. 091176
average pulse duration

0.2 ¢,
0.2t

AW L

Fic. 27. — Waveform.

Circut description and requirements

G, = adjustable pulse generator with a waveform sub as showp in
Figure 27

R, = current limiting resistor

R, = variable resistor for adjusting

R, = non-inductive current sensing

M, = instrument (e.g. oscilloscope) fg

M, = instrument (e.g.

M| and M, may be

If [required:

D, = fast rec@'
V = d.c voltmgte
R, = current dimit

2) TH]C pulse generator G, is adjusted to ‘obtain the specified pulse width #, the number
of| pulses and the repetition rate. T

3) The pulse amplitude is adjusted to obtain the specified value (see note below).

4) The reverse power dissipations are calculated from the readings of measuring
instruments M, and M,; for the mean reverse power dissipation, the pulse duration
and repetition rate are needed.

Specified conditions (applicable to methods A, B and C)

1) Surge (non-repetitive) reverse power dissipation, repetitive peak reverse power
dissipation or mean reverse power dissipation.
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2) Largeur des impulsions #w.
3) Nombre des impulsions et fréquence de répétition.

4) Température ambiante, température du boitier ou température d’un point de référence
du dispositif en essai.

5) Tension inverse continue, s’il est besoin.

Note. — Le réglage de I'amplitude des impuisions de la tension inverse peut s’avérer difficile si la dispersion des
tensions de claquage par avalanche est importante. Généralement, on fait en sorte que l'impédance
totale soit suffisamment grande pour que la mesure de différentes diodes se fasse avec des écarts
acceptables de la dissipation de puissance inverse.

Il convient de régler la valeur de la tension d’impulsion en circuit ouvert de fagon qu'elle soit la
somme des valeurs maximale et minimale de la tension de claquage par avalanche.
La résistance totale du circuit alternatif comprenant G,, R, et R, peut étre calculée comme suit:

L . L
T(BR}RM (BR)Rmin
puissance inverse

Riol Zio) =

Essai de charge thermique cyclique
But

S’assurer par un essai d’endurance qu'un cert : ¢ capable de
pa

Circuit d’essai et forme d’onde

P

AONUSNN.
< N 5

D = diode en essai

FIGURE 28

tre chauffée a l'aide d’un courant dont la valeur est, de|préférence,
e a la valeur maximale du courant direct limite moyen, jusqu'a ce que
une température de jonction comprise entre la températurd maximale

virtuelle de jonction fwjjmax €t fvjpmax —20 °C.

Note. — Lorsque les dispositifs sont essayés en série, la température peut étre comprise entre yjmax €t fvjmax —30 °C.

L’interrupteur S, est alors ouvert et la diode se refroidit jusqu’a ce que la température
de jonction virtuelle ne dépasse pas 40 °C. '

Le temps de chauffage ne doit pas dépasser 6 min et le temps de refroidissement ne
doit pas dépasser 8§ min.

L’essai doit étre réalisé pour un nombre spécifi¢é de cycles.

Les paramétres qui peuvent étre’ affectés par I'essai-doivent étre mesurés avant et apres
I’essai.
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